Ridicarea caracteristicilor statice la tranzistorul MOS cu canal N

Obiective
1) Aveti de ridicat 2 caracteristici statice:
1o=f(Ves) | Vos=5V o Caracteristica de transfer.
1o=f(Vps) | Vgs=3.5V o Caracteristica de iesire.

2) Aveti de determinat parametrii K si Vyj, din modelul I, = K(V 5 — Vrp)?. Pentru o teorie mai
detaliata vedeti partea introductiva de la problema de aici.

Mod de lucru

Ridicarea caracteristicii de transfer

lo=f(Vas) | Vps=5V.

1. Se porneste simularea.

2. Se pornesc cele 2 surse de tensiune E1, E2 si se
regleaza amandoua la 5V.

3. Potentiometrul de 1kQ se aduce intr-o pozitie
in care curentul I =100mA si NU SE MAI
UMBLA LA EL. Acesta va fi curentul maxim prin
tranzitor (de ex lpmax=106mA).

4. Se scade Vg pana cand curentul I, este de
ordinul 10pA. Se noteaza tensiunea inregistrata
de sonda din poarta tranzistorului. Aceasta
valoare este o tensiune apropiatd de prag

Schema cu care se lucreaza. Vs, Notatd pe scurt Vey.
Fisierul de simulare este Caracteristici statice 5. Seiau 6-8 tensiuni Vg Intre V,;, si 5V. Pentru
Tz MOS canal N_vi.simu. fiecare tensiune se noteaza curentul indicat de
Tensiunile Vg;s si Vps sunt masurate de ampermatrul I,.
sondele plasate in poarta G si in drena D.
Avem 3 ampermetre pentru curentii de Perechile de valori obtinute se introduc n tabelul
poarta, lg, de drena, I, si de sursa, Is. urmator:
VDS=5V
Nr. Aici se va pune graficul obtinut
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Determinarea parametrilor K si V,;,. Pentru aceasta caracteristica exista o formula Ip = K(Vgs — Vrp)?
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Faceti graficul ﬁ =f (ﬁ) si deduceti de aici cei 2 parametrii K si Tensiunea de prag Vry, precum si

unitatile lor de masura.


https://cnic.ro/ed/labs/Laboratoare%20virtuale/Lab01%20CS%20la%20tranzistorul%20MOS%20cu%20canal%20N%20(2h)/Tranzistorul%20MOSFET.pdf
https://cnic.ro/ed/labs/Laboratoare%20virtuale/Lab01%20CS%20la%20tranzistorul%20MOS%20cu%20canal%20N%20(2h)/Caracteristici%20statice%20Tz%20MOS%20canal%20N_v1.simu
https://cnic.ro/ed/labs/Laboratoare%20virtuale/Lab01%20CS%20la%20tranzistorul%20MOS%20cu%20canal%20N%20(2h)/Caracteristici%20statice%20Tz%20MOS%20canal%20N_v1.simu

2. Seregleazatensiunea Vg la = 3.5V folosind butonul sursei E1 (se noteaza aceasta valoare, de
ex. Vgs=3.42V=constant) si NU SE MAI MODIFICA (in to restul experimentului NU SE MAI UMBLA

Ridicarea caracteristii de transfer Iy = f(Vps) |y s=av
1. Se aduce E2la 0V

LA BUTONUL SURSEI E1).
3. Se modifica tensiunea Vps intre 0 si 5V si se noteaza curentul Iy pentru fiecare dintre aceste

valori. Tncearcati sa obtineti valori ale curentilor din 10 in 10 mA, aproximativ. Perechile de valori

(in total 12-15 determinari) se trec in tabelul urmator.

4. Notati valoarea Vps de la care incolo practic nu se mai modifica lp. Acesta este Vps de saturatie

VGS=3.5V

Nr.
crt.

Vis[V]

Ib[mA]

Aici se va pune graficul obtinut

Ip=f(Vps) | Ves=3.5V
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Nota importanta.

La fiecare pas al experimentului virtual notati, cu vorbele voastre, tot ce vi se pare important de retinut.




